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摘 要

在設計混頻器時，各埠間之隔離度(Isolation) 、雜訊指數(Noise Figure)、轉換增益(Conversion Gain)等幾項重要之規格是必須

注意的。因此為達到上述之規格我們結合了設計低雜訊放大器之概念並利用混頻器中功率結合器(Power Adder)的想法以期

將我們設計出之混頻器有較低的雜訊指數及好的隔離度與轉換增益。 由上述之概念，我設計之電路架構可分為三個部分，

第一部分為CCSF（Cascode Inductive Series Feedback ）架構，第二為主動功率結合器，第三部分是混頻級電路。 本論文的

目的是希望利用RFIC尺寸小、CMOS製程穩定、成本低、整合度高等優點，研發應用在無線區域網路的5.2 GHz及2.4

GHz頻段之低雜訊及高隔離度降頻器互補式金氧半積體電路。我們選擇TSMC 0.25 um 的製程來製作2.4 GHz的降頻器，選

擇TSMC 0.18 um 的製程來製作5.2 GHz的降頻器，且都已下線量測完畢，並對模擬與量測之間的誤差加以討論找出原因，

並針對未來下線事宜提出建議，以提高晶片成功率及模擬與量測的吻合度。
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